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(3) この 300 0C以下の低温自己活性化技術を多結晶シリコン薄膜トランジスタのソース/ドレイン形成に適用して，工
程簡略化および低温プロセス化と水素化効果による特性向上の長所を実証している。
以上のように，本論文は，不純物イオン注入と同時に水素イオンを注入することにより熱アニール処理を行うことな
く不純物イオンの活性化が起こるという新しく発見された現象に関する研究であり，得られた成果は多結晶シリコン薄
膜トランジスタの作製プロセスの低温化を図るうえで極めて有用なものと高く評価できる。よって本論文は博士論文
として価値あるものと認める。
? ??A性
